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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 
(S) CMOS-Schaltung geringer Leistung 

® Es wird cine CMOS Schaltung mit CMOS-Bautcilcn mit . VDD 

minimalem Energieverbrauch in einem Bereitschaftszu- 

standsmodus angegeben. Diese Schaltung ist mit Folgen- Vbs 
dem versehen: CMOS-Bauteilen, wozu PM OS-Trans ist o- 
ren (PM), deren Drains mit einer Versorgungsspannung 
verbunden sind, und NMOS-Transistoren (NM) gehoren, 
deren Sources mit einer Massespannung verbunden 
sind, wobei sowohl die PMOS-Transistoren als auch die 51 - 
NMOS-Transistoren so angeordnet sind, daft in einem Be- 
reitschaftszu stands mod us eine sperrende Vorspannung 
an sie angelegt ist; wobei die PMOS-Transistoren und die 
NMOS-Transistoren grofce Gammafaktoren aufweisen. NM1 
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Bcschrcibung 

Die Hrfindung bctrifTl einc CMOS-Schaltung, die mil gc- 
ringer T .ci slung betreibhar isl unci insbesondere in eineni Be- 
rcilscharis/.uslan<i geringen Encrgicvcrbrauch aufweist, 

lis cntspricht dem akiucllcn Trend, daB Bauteilc verklci- 
nert werden, uni ihrc Arbciisgcschwindigkeit zu erhohen, 
ark lore I'unkiionen zu verbessern und nicdrigc Lei stung zu 
cr/.iclen, was insbesondcre bci tragbarcn Syslemcn erforder- 
lich isl, die baueriebeiricben arbeilcn. Angesichts dcr War- 
meerzeugung ist verringerte Leislung selbst bei GroBcom- 
pulern /.unehniend wichiig, bei den en bis her das Punktions- 
vermogen als wichtigste Eigenschaft angesehen wurde. 

Die Gaicver/.ogerung (Tpd) cincs Inverters kann durch die 
folgende < ileichung (1 ) angegeben werden: 

t,)d = ( V- V\Ul'2Ion. 

Dabei hezeichncl (V cine Laslkapazitat, Vdd bezcichnet 
die Versorgungsspannung und Ion bezcichnet den Salli- 
gungsslrom eines MOSHiT. 

Die Sysicm lei slung kann durch die nachfolgende Glei- 
chung (2) ausgedruckt werden: 

a • r- Ci. ■ V'\ld + Iolf * Vdd + Isc • f • Vda. 

Dabei repraseniicr! der Term "a • f * C L ■ V 2 dd" die aktivc 
Lcistung. in deni u einen Aklivitiilsfaktor und f die Taktfre- 
quenz rcprascnlicren. Der Tenn "loll" -Vdd" reprasentiert 
die durch cien Si mm loll er/.eugic Txnstung im Bcreit- 
schaftszustand. Dcr Icl/le Term "Isc ■ f ■ Vda" reprasentiert 
die aus einem KurzschluBstrom herruhrende Leislung, wie 
er flieBt, wenu ein PMOS und ein NMOS in einem Inverler- 
gaiter gleich/.eiiig eingeschallel werden, wobei dicscr Term 
vernachliissigbar isl. wenn Vdd niedrig ist. Wie es aus der 
Gleiehung (2) ersichtlich isl, isl ein Absenkcn dcr Versor- 
gungsspannung V(id die wirkungsvollste Art zum Vcrrin- 
gern der Leislung. Jcdoch bewirkl ein Absenkcn der Versor- 
gungsspannung zunt Verringcrn dcr Lei stung cine Gc- 
schwindigkeilsherabselzung, was zu verringerlcr Schwel- 
Icnspannung /.um Kompensieren dcr Gcschwindigkeitsher- 
absclzung luhrt, wodurch sich wiedcrum cine erhdhtc Lci- 
slung im Bereitschaftszustand ergibl. die von eineni erhdh- 
len Leckstrom unlcrhalb der Schwellc hcrruhrt. Um dicsc 
Leislung im Bereiischafiszusiand zu verringcrn, kann enl- 
weder die Bauieil-ITerslelllcchnik odcr die Schallungstech- 
nik vcrbcsscrl werden, wobei cine den Strom untcrhalb der 
Schwellc herabseizende Schaltung odcr cine MTCMOS- 
Schallung odcr cine Wanncnvorspannungsschaltung vcr- 
wcndcl werden kann. 

Nun wird unter Be/.ugnahme atif die Fig. 1 und 2 einc he- 
kanntc GMOS-Schaltung erlauieri. 

GcrnaB Fig. 1 isl cine bckannlc MTCMOS(Multi Thres- 
hold CMOS = CMOS mil mehreren Schwcllcnwcrtcn)- 
Schaltung mil Transisloren mit hohen Schwcllenspannun- 
gen und Transistoren mil niedrigen Schwcllenspannungen 
verse hen. Die hone Schwcllenspannung isl cine absolute 
Schwellcnspannung mit einem Wert von 0.5 V odcr hoher, 
und die nicdrigc Schwcllenspannung ist cine absolute 
Schwellcnspannung von 0,4 V odcr weniger. Wenn cine 
SchwellenspannungsdilTerenz ubcr 0,1 V existiert, kann die 
hohcrc als none Schwcllenspannung und die niedrigere als 
nicdrigc Schwcllenspannung bezcichnet werden. In Transi- 
storen mil hoher Schwcllenspannung exisiicrcn cin crslcr 
PMOS-Transistor PM1 und ein crstcr NMOS-Transistor 
NM1. An einen AnschluB des ersten PMOS-Transistors 
PM1 isl cine Versorgungsspannung VDD angclegl, der an- 
dere AnschluB ist mil ciner virtuellen Versorgungsspannung 
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VDDV verbunden, und der GaicanschluB erhall cin Bereit- 
schaftszustandssignal SI. Ein AnschluG des NMOS-Transi- 
stors NM1 ist mil der Masscspannung verbunden, der an- 
dcre AnschluB mil. eincr virtuellen Masscspannung GNDV 

5 verbunden, und der GateanschluB erhalt das inverlicrte Be- 
reitschaftszustandssignal S2. Die Transisloren mil. niedrigen 
Schwcllenspannungen sind zwischen der Lcitung mil dcr 
virtuellen Versorgungsspannung VDDV und dcr Leitung 
mil dcr virtuellen Masscspannung GNDV vorhanden. In den 

10 Transisloren mit niedrigen Schwcllenspannungen exisiicrcn 
zweile und dritle PMOS-Transisioren PM2 und PM3, dercn 
eincr AnschluB jeweils gemcinsam mil. dcr Lcilung fur die 
virtuclle Versorgungsspannung verbunden isl, mil eincr Par- 
allclschallung, um voncinandcr verschiedene Signale S4, S5 

15 zu empfangen. AuBerdem sind ein zweiter und ein driller 
NMOS-Transistor NM2 und NM3 in Rcihc zwischen die an- 
dcren Ansehlusse, die gemcinsam mil dem zweilcn unddrit- 
ten PMOS-Transistor PM2 und PM3 verbunden sind, und 
die Lcitung mil der virtuellen Masscspannung verbunden, 

20 um voncinandcr verschiedene Signale S4, S5 zu empfangen. 
Wenn in einem Bclriebsmodus der MTCMOS-Schaltung 
cin Bereilschaftszuslandssignal SI auf "Niedrig" sowic ein 
inverliertcs Bereitschaftszustandssignal S2 auf "Hoch" 
empfangen werden, werden dcr erste PMOS-Transistor 

25 PM1 und dcr erste NMOS-Transistor NM1 eingeschallel, 
was bewirkt, daB die Lcilung mit dcr virtuellen Versor- 
gungsspannung und die Lcitung mit der virtuellen Massc- 
spannung als talsachliche Vcrsorgungsspannungsleilungen 
arbeilcn, wobei dcr Schal lungs wider stand verringcrt ist. Im 

30 Gcgensatz hierzu sind in einem Bcreitschaftszuslandsmo- 
dus, wenn ein Bereitschaftszustandssignal SI auf "Hoch" 
und cin inverticrtcs Bereitschaftszustandssignal S2 auf 
"Niedrig" empfangen werden, der erste PMOS-Transistor 
PM1 mit hoher Schwellcnspannung und dcr erste NMOS- 

*5 Transistor NM1 mit hoher Schwellcnspannung abgcschal- 
lel, was bewirkl, daB die Leitung VDDV mil der virtuellen 
Versorgungsspannung und die Leitung GNDV mil dcr virtu- 
ellen Masscspannung potential ungebunden sind, wodurch 
sic durch die Versorgungsspannung und die Masscspannung 

40 betrieben werden, ohnc daB cin Leckstrom flicBl. Die Bc- 
tricbsgcschwindigkcit dcr MTCMOS-Schaltung und dcr 
Encrgicvcrbrauch im Bcreilschaftszuslandsmodus dcrsclben 
hangen von den Brciten und den Anstcucningslcistungcn 
des ersten PMOS-Transistors PM1 und des ersten NMOS- 

45 Transistors NM1 ab. 

GemaB Fig. 2 isl cine Wanncnvorspannungsschaltung mil 
Transisloren nicdriger Schwellcnspannung vcrschen, zu de- 
ne n cin vicrtcr PMOS-Transistor PM4 und ein vierter 
NMOS-Transistor NM4 gchoren, die in Rcihc zwischen 

50 einc Versorgungsspannung VDD und cine Masscspannung 
VSS gcschaltet sind und so ausgebildet sind, daB sic auf das- 
selbe Signal S3 rcagiercn, wobei bcide einc Wanne aufwei- 
sen, die so ausgebildet ist, daB sic in einem Bcreitschaflszu- 
slandsmodus einc sperrende Vorspannung Vbs empfangen, 

55 In dicscr Wanncnvorspannungsschaltung wird in einem Bc- 
reilschaftszuslandsmodus cine Wan n en vorspannung an die 
Wanncn gclcgt, um die Schwcllenspannung zu crhohen, was 
die Lcistung im Bercilschaftszusland hcrabscizl. 

Bei diesen bckannlcn GMOS-Schaliungcn nicdriger Lci- 

60 stung besichcn die folgcndcn Problcme: 

- Erstens isl im Pall eincr MTCMOS-Schaltung die 
Chipflache erhoht und im Bcreilschaftszuslandsmodus 
konncn keinc Daicn aufrechterhalien werden, da bei ci- 

65 ncr solchcn Schaltung dcr crstc und dcr zweite PMOS- 

Transislor hohc Schwcllenspannungen zeigen und der 
Wcg fur Betricbssignale komplizicrt ist. 

- Zwciiens bcslchi bei eincr Wannenvorspannungs- 
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schaltung cine Bcgrcnzung hinsichtlich einer Verringe- 
rung dcs Encrgieverbrauchs im Bcreitschaftszustands- 
modus, da dcr vierte NMOS-Transistor sclbst dann 
cine Erhohung der Sehwellenspannung urn 0,1 V auf- 
weisl, wenn an ihn cine sperrende Vorspannung von -2 
V angelcgt wird, und zwar aufgrund cincs klcincn 
Gammafaktors, also eincs Koeffizienlen, dcr den An- 
stieg dcr Schwcllcnspannung beim Anlcgcn ciner sper- 
renden Vorspannung in cinem Bautcil mil kurzem Ka- 
nal rcprascnlicrl. 

Dcr Erfindung licgt die Aufgabc zugrundc, einc PMOS- 
Schallung zu schaffen, die im Bcrcilschaftszustandsmodus 
mininiiertcn Encrgieverbrauch zcigl. 

Diesc Aufgabc isl durch die CM OS -Schaltung gcmaB 
deni beigefuglen Anspruch 1 gclost. 

/usat/.lichc Vortcilc, Aufgabcn und andcrc Mcrkmale der 
Erfindung werden Icilwcise in dcr folgcndcn Bcschrcibung 
dargclcgt, und teilwcisc werden sic dcrn Eachmann bci dcr 
Unlcrsuchung dcs Folgcndcn oder bcim Ausuben dcr Erfin- 
dung erkennbar. Die Aufgabcn und Vortcilc dcr Erfindung 
werden spc/.icll durch die MaBnahmen crziclt, wic sic in den 
beigefuglen Anspruch.cn dargclcgt sind. 

Die Erfindung wird aus dcr nachfolgenden dctaillicrten 
Bcschrcibung und den beigefuglen Zcichnungen, die nur /.ur 
Veranschaulichung dicnen und dcmgemaB fur die Erfindung 
nicht heschrankend sind, vollstandiger zu verstchen sein. 

Fig. 1 veranschaulicht cin System einer bekannten 
MTCMOS-Schaltung; 

Fig. 2 veranschaulicht cin System ciner bekannten Wan- 
nenvorspannungsschallung; 

Fig. 3 veranschaulicht cin System einer CMOS-Inverter- 
schallung, bei deni die Erfindung angewandt isl; 

Fig. 4 veranschaulicht cin System ciner NAND- Schal- 
tung, bci dem die Erfindung angewandt isl; 

Fig. 5 veranschaulicht cin System einer NOR-Schallung, 
bei dem die Erfindung angewandt isl; und 

Fig. 6 veranschaulicht cin System einer MTCMOS- 
Schaltung, bei dem die Erfindung angewandt isl. 

Bci dcr Erfindung sind Transistoren mil vcrschicdcnen 
Gammafaktorcn J da/.u vcrwendet, Schwcllenspannungcn 
zu crhallcn, die cinander gleich sind, wenn keinc sperrende 
Vorspannung an licgt, und um voneinander verschiedene 
Schwcllenspannungcn zu crhallcn, oder die gegenuber dem 
vorigen Xustand erhoht sind, wenn cine spcrrendc Vorspan- 
nung anliegt. Dcr Gamma(y)-faktor bczcichnct das AusmaB 
dcr Anderung der Schwcllcnspannung Vth abhangig von ei- 
ner an cin Substrai angclcgtcn sperrenden Vorspannung 
Vbs, wobei folgendes gilt. 

Erstcns kann die Schwcllcnspannung cines Transistors 
mil langcm Kanal wie folgt ausgedriickl werden: 

V th = V fb + 2<p t + (1/Cox) V2f s qNa {2<p f + Vbs) 



7 = */2qe s Na/Cox 

Dabci bczcichnct V tb die Spannung cincs flachcn Bands; 
cp( bczcichnct das Ecrmini veau, e s bczcichnct die Diclckiri- 
zitatskonslante dcs Ilalblciters, ('ox bczcichnct die Gateka- 
pazitat; Na bczcichnct die Dolicrungskonzenlralion; q bc- 
zcichnct cine elektronische Ladung und Vbs bczcichnct cine 
spcrrendc Vorspannung. Der Gammafaklor wird als I loch 
bezeiehnel, wenn der Wert 0,5 oder hohcr isl und cr wird als 
Niedrig bczcichnct, wenn dcr Wert 0.3 oder nicdriger ist. 

Nun werden unter Bczugnahmc auf die beigefuglen 
Zeichnungen verschiedene Schaltungen erlauicrt, bci denen 
der Gegenstand der Erfindung angewandt ist. Die CMOS- 
Invcrlerschallung gcmaB Fig. 3 enthalt cinen PMOS-Transi- 



stor PM1 und einen ersien NMOS-Transistor NM1, die in 
Rcihe zwischen cine Versorgungsspannung VDD und cine 
Massespannung VSS geschaltei sind. Beide Transistoren 
sind so ausgebildct, daB sic einen hohen Gammafaklor und 

5 niedrige Sehwellenspannung aufweisen, wenn einc sper- 
rende Vorspannung Vbs an ihrc Wannc gelegt ist. 

Die NAND-Schaltung gcmaB Fig. 4 enthalt einen zweitcn 
und cincn drittcn PMOS -Transistor PM2 und PM3 sowie ei- 
nen zweitcn und einen drill en NMOS-Transistor NM2 und 

10 NM3, die in Rcihc zwischen einc Versorgungsspannung 
VDD und einc Masscspannung VSS geschaltei sind. Die ci- 
nen Anschlusse dcs zweitcn und drittcn PMOS-Transistors 
sind gemcinsam mil der Versorgungsspannung verbunden, 
und die anderen Anschlusse sind gemcinsam mil dem zwci- 

15 ten NMOS-Transistor NM2 verbunden. Der andere An- 
schluB dieses zweitcn NMOS -Transistors NM2 ist mil dem 
drittcn NMOS- r lVansis tor NM3 verbunden, dessen andcrcr 
AnschluB milder Masscspannung verbunden ist. Dcr zwcite 
PMOS-Transistor und dcr zweitc NMOS-Transistor sind so 

20 ausgebildct, daB sic auf dasselbe Signal S2 hin arbcit.cn, und 
der dritte PMOS-Transistor und dcr dritte NMOS-Transistor 
sind so ausgebildct, daB sic auf dasselbe Signal S3 hin arbei- 
ten. In einem Bcreitschaftszustandsmodus zeigen alle Tran- 
sistoren in dcr NAND- Schaltung niedrige Schwellcnspan- 

25 nungen, wenn an die jcweiligen Wanncn cine sperrende Vor- 
spannung Vbs angelcgt wird. Der zwcite und dritte PMOS- 
Transistor PM2 und PM3, die beide mil der Versorgungs- 
spannung verbunden sind, sowie der zwcite NMOS-Transi- 
stor NM3, der mil der Massespannung verbunden isu sind so 

30 ausgebildct, daB sic jewcils hohen Gammafaklor aufweisen. 
Dagegcn weisl dcr zwcite NMOS-Transistor cinen niedri- 
gen Gammafaklor auf. 

Bci dcr in Fig. 5 dargestellten NOR-Sehaliung existiercn 
cin vicrter und ein funftcr PMOS-Transistor PM4 und PM5 

:*5 sowie ein vierter und funftcr NMOS-Transistor NM4 und 
NM5, die zwischen cine Versorgungsspannung und einc 
Massespannung geschaltei sind. Ein AnschluB dcs vicri.cn 
PMOS-Transistors ist mil dcr Versorgungsspannung ver- 
bunden, wahrend ein andcrcr AnschluB mil dem fiinften 

40 PMOS-Transistor verbunden ist. Der vierte und dcr funfte 
NMOS-Transistor sind parallel zwischen den anderen An- 
schluB dcs fiinften PMOS-Transistors und die Masscspan- 
nung geschaltct. Dcr viertc PMOS-Transistor und der vierte 
NMOS-Transistor sind so ausgebildct, daB sic auf dasselbe 

45 Signal S4 hin arbeitcn, und dcr funfte PMOS-Transistor und 
dcr funfte NMOS-Transistor sind so ausgebildct, daB sic auf 
dasselbe Signal S5 hin arbeitcn. Alle Transistoren in der 
NOR-Schalt ung sind so ausgebildct, daB sic jewcils niedrige 
Schwcllcnspannung aufweisen, und dcr viertc, mil dcr Vcr- 

50 sorgungsspannung vcrbundenc PMOS-Transistor sowie der 
vierte und fiinfic NMOS-Transistor, die beide mil dcr Mas- 
sespannung verbunden sind, sind so ausgebildct, daB sic je- 
wcils nicht nur niedrige Schwcllcnspannung, sondern auch 
cincn hohen Gammafaklor aufweisen. Nur der funfte 

55 PMOS-Transistor PM5 isl mil niedrigem Gammafaklor aus- 
gebildct. 

Die MTCMOS-Schaltung gcmaB F"ig. 6 enthalt Transisto- 
ren mil hohcr Schwcllcnspannung sowie solchc mil. nicdri- 
ger Schwcllcnspannung. Als Transistoren mil hohcr 

60 Schwcllcnspannung existiercn cin sechstcr PMOS-Transi- 
stor PM6 und ein sechsler NMOS-Transistor NM6. Ein An- 
schluB dcs sec h si en PMOS-Transistors PM6 ist mil der Ver- 
sorgungsspannung VDD verbunden, sein andcrcr AnschluB 
ist mil einer Eeitung VDDV fiir cine virtuelle Vcrsorgungs- 

65 spannung verbunden, und sein GalcanschluB isl so ausgebil- 
dct, daB cr cin Bcrcitschafiszustandssignal S6 crhall. Ein 
AnschluB dcs scchstcn NMOS-Transislors NM6 ist mil dcr 
Masscspannung verbunden, sein andcrcr AnschluB ist mil 
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dcr Lei lung CNDV fUr die virtuellc Masscspannung verbun- 
den, und sein GateanschluB ist mil dem invcrticrlen Bcreit- 
schaflszuslandssignal S7 verbunden. Die Transisloren mil 
niedriger Schwcllcnspannung sind zwischen der Lei lung 
VDDV mil der virtucllen Vcrsorgungsspannung und der 5 
Leilung GNDV mil der virtucllen Masscspannung vorhan- 
den. Hinsichllich dcr Transisloren mil niedriger Schwellen- 
spannung isl jewcils cin AnschluB des sieblen und achtcn 
PMOS -Transistors PM7 und PM8 gemeinsam mil dcr Lei- 
lung mil der virtuellcn Vcrsorgungsspannung verbunden, 10 
und sic sind parallel angcschlossen, urn auf voneinander 
verschicdcnc Signale S8, S9 zu rcagicrcn, und zwischen den 
gemcinsamen AnschluB dcr andcrcn Anschliissc des sieblen 
und achtcn PMOS -Transistors PM7 und PM8 sowic dcr Lei- 
lung mil dcr virtucllen Masscspannung sind dcr sicbtc und 15 
achic NMOS-Transislor NM7 und NM8 vorhanden, die auf 
voneinander verschicdcnc Signale S8. S9 arbcitcn. Die 
MTCMOS-Schaltung ist so ausgcbildct, daB sic dadurch in 
einem Bercitschaftszustandsmodus einen hohen Gamma- 
faklor aufweist, daB cine spcrrende Vorspannung Vbs an den 20 
sechslen PMOS-Transislor PM6 und den sechslen NMOS- 
Transislor NM6 gelcgt wird, die bcidc hohe Sen well enspan- 
nung aufweisen. Nur dcr sieble und achtc PMOS-Transistor 
sowic dcr sicbtc und achtc NMOS-Transislor wciscn nied- 
rige Schwcllcnspannung auf. 25 

Transisloren verschiedener Gammafakloren konncn da- 
durch erhalten werden, daB bci der TTcrstellung eines Transi- 
stors Halo-Ioncn injizicrt werden, wenn cin Transistor mil 
kleinem Gaminafaktor erwiinschl isl, und daB Durchschlage 
vcrhindcrndc Ioncn injizieri werden, wenn ein Transistor 30 
mil groBcm Ganimafaktor erwiinschl ist. 

Nun wird die Lunktion dcr oben genannten Schaltungen 
erlautcrl. 

Im Bctricbsmodus wird jedcr dcr Transisloren umso fru- 
hcr eingcschallct, je niedriger die Schwcllcnspannung isl, 35 
was cs ermoglichl, daB die Schallung schncller arbeitcl. 
Wenn dabei die Schwcllenspannungen durch cine spcrrende 
Vorspannung erhohl werden, haben die Transisloren mil 
niedrigen Gamin afaklorcn keinen groBc EinfluB auf den Bc- 
trieb. Die Transisloren mil hohem Ganimafaktor werden 40 
durch die spcrrende Vorspannung nicht becinfluBl. Im Be- 
rcitschafts/ustandsmodus zeigen, wenn cine Vorspannung 
an Wannen angclegl wird, Transistorcn mit hohem Gamma- 
faklor cine Hrhdhung dcr Schwcllcnspannung, was zu ciner 
Vcrringerung dcr Lcistung im Bereilschaftszusland fiihrt . 45 
Dies, da die hohen Gammafakloren sowohl dcr mit dcr Vcr- 
sorgungsspannung verbundenen PMOS -Transisloren als 
auch der mil der Masscspannung verbundenen NMOS- 
Transisloren verhindcrn. daB die Transisloren eingcschaltei 
werden, wenn die spcrrende Vorspannung im Bcrcilschafts- 50 
zuslandsmodus angclcgl wird. So isl die Lcistung im Bcreit- 
schafiszusland durch die Transisloren mil groBcm Gamma- 
faklor be slim ml. 

Die crhndungsgemaBc CMOS-Schaltung niedriger Lci- 
stung wcist die folgcndcn Vorleilc auf: durch Vcrschcn von 55 
Transisloren mil verse hicdencn Gammafakloren abhangig 
von den Posilioncn dcr Transisloren in eincr Schallung kann 
cine Lunklionsbeeinirachtigung dcr Schallung durch cine 
spcrrende Vorspannung in einen Bctricbsmodus minimicrt 
werden, wiihrend die Lcistung dcr Schallung im Bercil- 60 
schaflszusland verringcrt werden kann, da die Erhohung dcr 
Schwcllenspannungen durch Anlcgcn dcr sperrenden Vor- 
spannung im Bcreilschaflszuslandsmodus maximal isl, was 
da/.u fLihn, daB cin minimalcr Sirom unierhalb dcr Schwelle 
flicBt. 65 
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Paienianspruchc 

1. CMOS-Schaltung mil CMOS-Bauleilcn, wo/u 
PMOS -Transisloren (PM), dcren Drains mil ciner Vcr- 
sorgungsspannung verbunden sind, und NMOS-Tran- 
sistorcn (NM) gchoren, dcren Sources mil eincr Massc- 
spannung verbunden sind, wobei sowohl die PMOS- 
Transistoren als auch die NM OS -Transistorcn so angc- 
ordnci sind, daB in einem Bercitschafts/ustandsmodus 
cine spcrrende Vorspannung an sic angclcgt isl; da- 
durch gckcnnzcichnet, daB die PMOS -Transistorcn 
und die NMOS -Transistorcn groBc Gammafakloren 
aufweisen. 

2. CMOS-Schallung nach Anspruch 1, dadurch gc- 
kenn/cichncl, daB sic bci ciner CMOS-Inverterschal- 
tung, ciner NAND-Schaltung, ciner NOR-Schaltung 
odcr ciner MTCMOS-Schaltung angcwandi ist. 

3. CMOS-Schallung nach Anspruch 2, dadurch gc- 
kennzcichnet, daB nur mit dcr Vcrsorgungsspannung 
verbundene PMOS -Transisloren (PM) und mit dcr 
Masscspannung verbundene NMOS -Transistorcn 
(NM) in der MTCMOS-Schaltung hohe Schwcllen- 
spannungen aufweisen. 

4. CMOS-Schaltung nach Anspruch 1, gekennzeich- 
nel durch cine MTCMOS-Schaltung, in derdiePMOS- 
Transisloren (PM) und die NMOS -Transistorcn (NM) 
hohe Schwcllenspannungen aufweisen 

5. CMOS-Schaltung nach Anspruch 1, dadurch gc- 
kennzcichnel, daB ihrc CMOS-Bauteile nicdrige 
Schwcllenspannungen aufweisen. 

6. CMOS-Schallung nach Anspruch 5, dadurch gc- 
kcnnzcichnct, daB sic bci ciner CMOS-Inverterschal- 
tung, ciner NAND-Schallung odcr eincr NOR-Schal- 
tung angcwandi isl. 

1, CMOS-Schaltung nach Anspruch 6, dadurch gc- 
kennzcichnel, daB die CMOS- In vcrtcrschal lung, die 
NAND- Schallung odcr die NOR-Schaltung mil Transi- 
sloren mil niedrigen Schwcllenspannungen vcrschcn 
sind. 
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